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OEM: Texas Instruments Transistor 2N3554 Datasheet

N e . 2N3554
NPN-Epitaxial-Silizium-Planar-Transistor
Fir schnelle Schaltanwendungen bei hohen Strémen
* Mechanische Daten
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* Absolute Grenzwerte
Kellektor-Basis-Spannung 80V
Kollektor-Emitterspannung (Bem. 1) nw
Emitter-Basis-Spannung 5W
K.ellektorstrom 1.2 A
Dauerverlustleistung bei (od. darunier) Ty = 25°C (Bem, 2) 08w
Dauerverlustleistung bei (od. darunter) Tg = 25°C (Bem. 3) 5W
Lagerungs-Temperaturberaich —85 °C bis +200 "C
Temperatur der Anschlisse, 2 mm vom Gehéduse (10 s5) 300°C
Bamarkungen:

1. Dieser Wert liegt zwischen 1 mA und 300 ma Kollektorstrom, wenn die Basis-Emitterdiode
offen ist. Uber 300 mA lineare Abnahme bis 10 V bis 1,2 A mit 22,2 mV/mA. Das augenblick-
liche Produkt der Kollektor-Emitterspannung und des Kollektorstromes darf 5 W nicht l@n-
ger als 300 ps dberschreiten.

2. Lineare Abnahme bis Ty = 200 °C mit 4,57 mW/"C.

3. Lineara Abnahme bls Tg = 200 *C mit 28,6 mW/"C.

* JEDEC registriert.
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* Elektrische Kennwerte bel Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen min max Einh.
U'g.“,cm Kaollektor-Basis- |4; = 10 #ﬂ, |= - [51] W
Durchbruchspannung
Uiar)ceo Hollektor-Emitter- lg=30mA, lg=10 (Bam, 4) 30 v
Durchbruchspannung
Uinmjeno Emitter-Basis- g = 10 p&, lg=10 5 W
Durchbruchspannung
lgms Hollaktor-Emittar- Upe =40V, Upg =0 0,5 Iy
Reststrom Upe =40V, Ung = 0, Ty = 100"C 00 by
I Basisstrom Uce = 40V, Upg =0 —0,5 By
hrm Gleichstrom- Ugg=1V, lg=10ma (Bem.4) 20
verstiarkung Uceg =1V, lg=100 mA (Bem, 4) 25
Ucg=1%, lg= 750 mA (Bem, 4) 25 100
Ucg =2V, lg=1A (Bam, 4) 20
Ung Basis-Emitter- Ig = 75 mA, lg= 750 mA (Bem. 4} 09 14 v
Restspannung g = 100 mA, lg=1A (Bam, 4) 10 186 v
Ucgisaty Hollektor-Emitter- Ig = 75 mA, lg= T80 mA (Bam, 4) 0,7 v
Restspannung Ip =100 mA,lg=1A (Bam., 4) 1.0 v
| haze | Betrag der Upge = 10V, Ig = 50 mA, f= 100 MHz 15
Kurzschlug-
Stromverstérkumg
Con Leerlauf- Upp = 10V, Ig = 0, f=1MHEZ 25 pF
Ausgangskaparzitit
Bemerkung:

4, ImpulsmaBig gemessen: Impulsbreite = 300 us,
Tastverhiltnis = 2%

* JEDEC repgistriert,
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* Schaltwerte bel Ty = 25°C

Parameter Prifbedingungent max Einh.
ta Verztgerungszeit lg=1A, 18 ns
tr Anstiegszeit gy = —lmgs) = 100 mA, 3 ns
ta Spelcherzeit Ungjoty = —34V, R =00 65 ns
s Abfallzeit (Bild 1) 40 ns
t Mennwerte.
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Spannungs-Signaliormen

¥

Bemerkungen:

a) Die Eingangs-Signalformen haben folgende Werta:
Fiir ta und tr: tr < 2 ns, Impulsbreite = 450 ns, Tastverhiltnis < 23,
Fiir ts und tr: tr = 5 ns, Impulsbreite = 1 us, Tastverhiltnis < 224,

b) Die Signalformen werden auf einem Oszillographen mit folgenden Daten batrachtet:
tr = 5 ns, Raing = 1 MQ, Caing = 7 pF.

* JEDEC registriert.
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